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１．概要（Summary） 

本研究グループでは光ナノインプリントリソグラフィによ

る有機・無機・金属材料から成るナノ構造体デバイスの創

製を目的に、同手法の材料やプロセス、ナノ構造体の光

学特性に関して研究している。今回、電子線リソグラフィ

により作製した溝幅 50-300 nmの凹ラインパターンをシリ

カモールドとして用いた光ナノインプリント成形を行い、パ

ターンの複製を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB描画装置，イオンミリング装置，Deep RIE装置#1 

【実験方法】 

シリカ基板上に膜厚 75 nm となるようにポジ型電子線

レジスト ZEP520A をスピン塗布法により成膜した。東北

大学試作コインランドリの EB 描画装置を用いて線幅

50-300 nm、パターン領域 100 m 角となるように EB描

画を行った。描画・現像により作製した EB レジストパター

ンをエッチングマスクとしてシリカエッチングを行った。得ら

れたシリカモールドを用いて光ナノインプリント成形を行い、

得られた硬化樹脂パターンを光学顕微鏡で観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製された硬化樹脂ラインパターンの光学顕微鏡観察

像をFig. 1に示す。ラインパターンを有する 100 m角領

域内において明暗の斑がないことから、欠陥なくパターン

が作製されたことが示唆された。Fig. 1bに示すように、設

計通りのラインパターンが形成されていることが確認され

た。今後、パターン形状の詳細を走査電子顕微鏡により

評価する予定である。リソグラフィによる硬化樹脂パターン

の基板表面への転写により、サブ波長サイズのナノ加工

およびデバイス応用への展開が期待される。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Optical microscope images of convex line 

patterns of a UV-cured resin fabricated by UV 

nanoimprinting. (a) Low and (b) high magnification. 
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